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論文内容の要旨

近年の情報化社会の進展は目覚ましく それに伴い高密度大容量，高速度の記憶装置の必要性は増々

高まっている白希土類・鉄族非品質磁性薄膜は磁化が膜面に垂直であり大容量・高密度記録が可能であ

る。また希土類・鉄族非品質磁性薄膜は大きなホーJレ効果を示す。

希土類・鉄族非品質磁性薄膜 (GdCo) は ノイブ、jレ用メモリ材料として高周波スパ・ソタ法により作製

した。乙の膜は非品質であり膜面に垂直な磁化を有し.組成を変えることによりバブル膜に適した

特性.光磁気メモリに適した特性の膜が得られた白次に希土類・鉄族非品質磁性薄膜の大面積膜を作製

するため高周波 2 元マグネトロンスバッタ法で=非晶質垂直磁化膜の作製を誌みた白ターゲット電極を 2

つ用いた 2 元スバッタ法では希土類と鉄族金属それぞれ単一の金属が使用でき 大面積の膜を作るのに

有利である。また 大面積膜を作るには 基板を回転するのが有利であり マスクを用いることによっ

て 350mmφ のガラスディスクに均一な膜ができた白 膜組成は それぞれのターゲットに供給する電力

を調整する乙とによって変える乙とができ.基板を回転して膜を作製する場合 1 回転当りの成膜速度

が Tb Fe 膜では 12A. Cd Co 膜では 8A 以下になるようにターゲット供給電力及び基板回転を調整

する必要があることを示した。また スバッタ中のアルゴン圧力 基板バイアス電圧は膜を作製する場

合 重要な役割を果たす乙とが明らかになった白

希土類・鉄族非品質磁性薄膜のホーJレ効果によるホー jレ電圧は大きな値を示す。希土類・鉄族非

品質磁性薄膜をホーノレ素子として用いた場合 その表面上の電位分布は 膜の磁区模様に対応した電位

分布を示す白磁化Ms とホーノレ電界 EH との関係は 理論的iζ予測されているが 乙の電位分布の測定

iとより垂直磁化膜における磁化Ms とホーノレ電界 EH との関係が明確になった。
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ホーノレ効果を利用した磁壁移動度の測定については 磁区構造{磁壁の位置)とホーノレ電圧との閣の

比例関係を利用して磁壁の移動度の測定を行なった。 GdCo 膜では 外部磁界 1000eで=磁壁の速度は

200 ny's と測定され，磁壁の移動度は 3m/sec ・oeでミあることがわかった。またホーノレ素子の形状効

果は，直線状磁壁に対するホー Jレ電圧の関係からも説明でき，ホーjレ素子の幅w，と対する長さ r が 4w

以下では，形状係数らをかけたものとなることがわかった。

希土類・鉄族非品質磁性膜のホーノレ効果を利用したホーノレ磁界センサーでは 膜面に垂直な一軸異方

性をもっ種々の磁化特性を有する膜{垂直磁化膜 面内磁化膜〕に対するホール効果について検討した。

希土類・鉄族非品質磁性薄膜におけるホール効果は， トランスパースホール効果が主であり，ホーノレ電

圧は磁化の膜面に垂直な磁化成分 (Mz) に依存し 面内磁化膜においては ホーノレ電圧は外部磁界に

よって磁化Mが膜面に垂直方向に回転し，その磁化の垂直成分 (Mz )によって生じるロそしてホーノレ

素子の磁界に対するホール電圧の感度は 一軸異方性定数Ku 飽和磁化Ms の大きさを調整すること

によって上げることができ，組成及び作製条件を選ぶことによって変えられることを示した。

論文の審査結果の要旨

本論文は磁気ノてブノレおよび光磁気メモリ用として使われる希土類・鉄族合金非品質垂直磁化膜の作製

および乙れに見出された大きいホール効果の応用に関する研究をまとめたものである。 Gd Co , TbFe 

などの非品質膜は最初 (1973.......77年ごろ)一様な膜がえられなかったため開発が進まなかった。

本論文では基板回転型 2 元マグネトロンスパッタ装置を新しく開発して，適当な条件を用いると広い

面積の一様な特性の希土類・鉄族合金非品質膜が容易にえられることを明らかにし，乙の作製において

アノレゴン圧および基板バイアス電圧が重要な役割を果たすことを明らかにしている。さらに乙の膜が大

きいホーノレ効果を示すことに注目し 膜の磁区の形状と表面の電位分布との対応を見出して磁区の形状

をしることができることを指摘した白これを用い磁壁の移動度を測定し GdCo において 3 m/sec ・ Oe

をえている。また，希土類・鉄族合金膜を用いたホーjレ磁界センサについて種々検討を行い， ホーノレ素

子の感度が一軸異万性定数 Ku. 飽和磁化 Ms の値を制御することにより上げられること，それには組

成および作製条件を適当に選ぶ必要のあることをのべている白よって本論文は磁気工学に新しい知見を

加えたものであり，博士論文として価値あるものと認める白
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